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利用・用途・応用分野

液晶ディスプレイの薄膜トランジスタ製造、半導体分野

目的・課題 解決ポイント

多結晶シリコンにレーザ光を照射して
シリコン結晶を成長させるシリコン結晶
成長方法で、紫外光レーザ照射及び可
視光レーザ照射の欠点を相補的に補
い合い、従来より低い温度でシリコン結
晶を成長させることを目的とする。

紫外光パルスレーザと可視光パルス
レーザとを同時照射ではなく、異なる
タイミングで照射することにより、同
時照射よりも少ないエネルギー（少な
い発熱量）でより効率よくシリコン結
晶を成長させられることを見出した。
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両方のパルスレーザ照射に時間差を与えることにより、一方のレーザによるアニールの効果
が十分に浸透する時間を稼ぐことができ、もう一方のレーザによるアニールの効果を相乗的
に高められると考えられる。従来より低温でシリコン結晶の成長ができ、薄膜トランジスタなど
の製造に有利である。

【 多結晶シリコンへの紫外光及び
可視光の吸収を表す図 】
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